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В настоящее время емкостной и индуктивный ВЧ разряды широко используются в плазменных технологиях. Преимуществом емкостного ВЧ разряда является существование приэлектродных слоев объемного заряда, в которых формируется среднее по времени падение потенциала, ускоряющее ионы в направлении электрода, а электроны в сторону плазмы. Наличие быстрых электронов в плазме приводит к повышению скорости широкого класса плазмохимических реакций. Недостатком емкостного ВЧ разряда является относительно низкая концентрация электронов в основном объеме плазмы. Значительно более высокая концентрация электронов при тех же ВЧ мощностях характерна для индуктивного ВЧ разряда. В настоящей работе представлены первые результаты по исследованию гибридного ВЧ разряда, т.е. разряда, в котором индуктор, возбуждающий вихревые поля в плазме, и конденсатор, возбуждающий потенциальные поля в плазме, подключаются параллельно к одному и тому же ВЧ генератору. В гибридном разряде ВЧ мощность вводится в плазму одновременно по двум каналам: емкостному и индуктивному, причем соотношение между величинами мощности, вкладываемой через каналы, изменяется самосогласованно в зависимости от условий существования разряда. Как и в чисто емкостном разряде, в гибридном разряде вблизи обкладок конденсатора формируются слои пространственного заряда с квазистационарным скачком потенциала Us. Индикатором влияния индуктивной составляющей разряда на свойства гибридного разряда может служить изменение величины падения потенциала Us. Методика определения приэлектродных скачков потенциала описана в [1]. 

Рис.1
Рис.2

На рис.1 показана зависимость Us от напряжения на разряде для случаев чисто емкостного и гибридного разрядов. Как видно, наличие индуктивной составляющей разряда приводит к уменьшению падения потенциала Us и уменьшению размера d приэлектродного слоя (см.рис.2). 

Литература

[1]. А.Ф.Александров, В.А.Рябый, В.П.Савинов, В.Г.Якунин Физика плазмы, 2002, Т.28, №12, с.1086 - 1092

� EMBED Origin50.Graph  ���





� EMBED Origin50.Graph  ���








1

_1258144532.bin

_1258144646.bin

